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Экспериментально исследовано магнитосопротивление в 

полупроводнике с монополярной проводимостью, вызванное 

собственным магнитным полем тока. Измерения выполнены при T = 77 К 

на образцах n-InSb с различными концентрациями примеси и 

поперечными размерами в области электрических полей Е, 

предшествующих междузонной ударной ионизации (Е ˂ 200 В/см). 

В соответствии с данными [1, с. 616] в образцах с N ≈ 1014 см-3 

электроны в основном рассеиваются на полярных оптических фононах, а 

в образцах с N ˃˃ 1014 см-3 – на ионизированных примесях. Оценённые по 

формулам работы [2, с. 94-104] коэффициенты магнитосопротивленя в 

слаболегированных образцах были по крайней мере в 20 раз меньше, чем 

в сильнолегированнх образцах. 

Из анализа вольт-амперных характеристик (ВАХ) следует, что в 

слаболегированных образцах (n=1,3*1014 см-3), где основным механизмом 

рассеяния электронов является рассеяние на полярных оптических 

3. Природа Українських Карпат. Під. ред. Геренчука К. І. – Львів – 

Карпати, 1978. 
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фононах, магнитосопротивление в поле тока незначительно, при этом во 

всей области Е μnH˂˂1, где Н – магнитное поле тока. 

Эффект возрастает по мере увеличения степени легирования, т. е. 

с увеличением вклада рассеяния на ионизированных примесях. Если 

n=4,5*1015 см-3, магнитосопротивление становится заметным уже в полях 

Е ˃ 10 В/см (μnH ˃1) и выражается в зависимости ВАХ от толщины 

образца (с увеличением толщины при фиксированном Е ток и Н 

увеличиваются, возрастает также магнитосопротивление, и ВАХ 

становятся всё более сублинейными). Отношение тангенсов углов 

наклона участков ВАХ, соответствующих условиям μnH ≥ 1 и μnH˂˂1 

достигает величины 0,35 в образцах с поперечным сечением 1,0*0,16 см. 

Проводится сравнение результатов эксперимента с теорией [3, с. 1889]. 

Собственное магнитосопротивление следует учитывать в 

экспериментах по исследованию разогрева электронов в легированном 

сурьмянистом индии и свойств электронно-дырочной плазмы этого 

полупроводника. 
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